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Beschreibung 

Verfahren zur Justage eines Substrates in einem Gerat zur 
Durchfiihrung einer Belichtung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Justage eines mit 
einer photoempf indlichen Schicht bedeckten Substrates in ei- 
nem Gerat zur Durchfiihrung einer Belichtung fur die Ubertra- 
gung einer Struktur auf das Substrat, wobei das Gerat einen 
beweglichen Objekttrager zum Ausrichten des Substrates, eine 
Strahlungsquelle und wenigstens ein Fokussiermittel , vorzugs- 
weise eine magnetische oder optische Linse, aufweist. 

Objekttrager werden im Bereich der Halbleiterherstellung zum 
Halten und Fixieren von Substraten vor allem wahrend der 
Durchfiihrung von lithographischen, Abscheide-, Atz-, Polier- 
Belackungsprozessen etc. eingesetzt. Diese Prozesse dienen 
bei Substraten wie Halbleiterwaf ern, Masken oder Retikeln, 
oder Flat Panels zur Bildung von Strukturen. Da heutzutage 
Strukturen mit GroSen im Sub /zm-Bereich zu bilden sind, miis- 
sen die Substrate au&erst spannungs- und biegefrei auf den 
Obj ekttragern (englisch: chucks) gelagert sein. Dabei miissen 
sie eine der jeweiligen Riickseite des Substrates angepa&te 
Kontakt- oder Oberflache besitzen. Eine entsprechende Fixie- 
rung an den Objekttrager kann durch eine Ansaugvorrichtung 
(Vakuumpumpen) , auf elektrostat ischem Wege, durch das Eigen- 
gewicht des Substrates oder auf andere Weise bewerkstelligt 
werden. 

Besondere Anf orderungen an die Objekttrager liegen im Falle 
von Halbleiterwaf ern vor. Der Objekttrager hat dabei eine der 
flachen Riickseite des Wafers entsprechende Ebenheit seiner 
dem Substrat zugewandten Oberflache aufzuweisen. Nicht ganz 
auszuschlieSende Unebenheiten des Obj ekttragers konnen bei- 
spielsweise durch das Eigengewicht des auf dem Objekttrager 
ruhenden Substrates unmittelbar auf dieses iibertragen. 
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Wird in einem Gerat zur Durchf iihrung einer Belichtung fur die 
Ubertragung einer Struktur auf das Substrat, etwa einem Wa- 
ferstepper oder -scanner, ein Belichtungsschritt durchge- 
fiihrt, so konnen durch Unebenheiten hervorgeruf ene Variatio- 
nen des Abstandes der auf dem Substrat gebildeten photoemp- 
findlichen Schicht zu dem Linsensystem, d.h. dem Fokusab- 
stand, zu einer unscharfen Abbildung fuhren. Abweichungen von 
einem idealen Fokusabstand werden Defokus genannt . Typische 
Ausdehnungen fiir ein heutzutage zu erreichendes ProzeSf enster 
fiir Fokusabstande betragen beispielsweise 0.5 fim. Diese Werte 
werden sich zukiinftig weiter verringern. 

Die Ebenheit von Obj ekttragern in Belichtungsgeraten wird re- 
gelmaSig, beispielsweise im Abstand von einigen Wochen, ge- 
messen. Eine solche Messung kann anhand sogenannter "goldener 
Wafer" durchgef iihrt werden, wobei diese Wafer im spannungs- 
freien Zustand eine besonders ebene Oberflache aufweisen. Be- 
lichtungsgerate sind mit Fokus- und Tilt-Sensoren ausgestat- 
tet, welche fiir ein gegebenes Belichtungsf eld auf dem Wafer 
in der Lage sind, zum Ausgleich einer auf dem Wafer vorhande- 
nen Oberf lachentopographie den Fokusabstand sowie eine Ver- 
kippung der Oberflache relativ zu der Linse bzw. dem Linsen- 
system zu messen. 

Es ware theoretisch moglich, mit Hilfe dieser Sensoren vor 
jedern einzelnen Belichtungsschritt das aktuelle Belichtungs- 
feld auszumessen und somit die lokale Unebenheit mittels ei- 
ner Justage des Wafers auszugleichen . Dazu ware jeweils der 
Objekttrager mit dem darauf ruhenden Wafer in Bezug auf den 
Fokusabstand und die verkippung nachzujustieren. 

Praktisch ist dieses Vorgehen allerdings aufgrund des hohen 
Zeitauf wandes und dem damit verbundenen Produktivitatsverlust 
kaum durchf iihrbar . Deshalb wird fiir die Justage des Substra- 
tes ein fiir alle Belichtungsf elder gemeinsamer Fokusabstand 
und ein gemeinsamer Wert fiir die Verkippung vorgegeben. Diese 
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Werte konnen aus gemittelten Einzelmessungen fur einen ersten 
Wafer eines Loses gewonnen werden. 

Inf olgedessen werden von Unebenheiten eines Obj ekttragers be- 
trof fene Bereiche auf einem Halbleiterwaf er automatisch auf 
Fokusabstand bzw. eine Verkippung justiert, welcher dort lo- 
kal zu einer unscharfen Abbildung etwa von aus einer Maske 
auf den Wafer projizierten Strukturen f iihrt . 

Die Fokus-/Tilt-Sensoren werden auch im Falle des goldenen 
Wafers eingesetzt, urn die auf den goldenen Wafer ubertragenen 
Unebenheiten des Obj ekttragers zu messen. Die Ergebnisse ei- 
ner solchen Messung werden mit vom Geratehersteller vorgege- 
benen Toleranzen verglichen. In Abhangigkeit vom Vergleich- 
sergebnis kann der Objekttrager ausgetauscht oder weiterver- 
wendet werden. Ein Austausch wird iiblicherweise nach etwa 
vier Jahren fallig. 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren 
bereitzustellen, mit dem die nachteilhaf ten Einfliisse von Un- 
ebenheiten von Obj ekttragern auf die Herstellungsqualitat von 
Substraten, insbesondere Halbleiterwaf ern, reduziert wird. Es 
ist auSerdem eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, den 
Auf wand fur die Justage eines Halbleiterwaf ers zu reduzieren. 

Die Aufgabe wird gelost durch ein Verfahren zur Justage eines 
mit einer photoempf indlichen Schicht bedeckten Substrates in 
einem Gerat zur Durchfiihrung einer Belichtung fur die Uber- 
tragung einer Struktur auf das Substrat, wobei das Gerat ei- 
nen beweglichen Objekttrager zum Ausrichten des Substrates, 
eine Strahlungsquelle und wenigstens ein Fokussiermittel auf- 
weist, umfassend die Schritte : 

- Messen einer Abweichung einer dem auf zunehmenden Substrat 
zugewandten Oberflache des Obj ekttragers gegenuber einer 
idealisierten Ebene fur wenigstens eine erste Position auf 
dem Objekttrager, 

- Bereitstellen des Substrates auf dem Objekttrager, 
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- Auswahlen eines ersten Ausschnittes aus einer Vielzahl von 
Ausschnitten in der photoempf indlichen Schicht, welcher ein 
erstes Belichtungsf eld auf dem Substrat reprasentiert, so 
daS die wenigstens eine erste Position auf dem Objekttrager 
projiziert in die photoempf indliche Schicht innerhalb oder 
in einer nahen Umgebung des ersten Ausschnittes liegt, 

- Vorgeben eines fur die Vielzahl von Ausschnitten auf dem 
Substrat bestimmten gemeinsamen Fokusabstandes , 

- Berechnen einer ersten Korrektur fur den vorgegebenen Fo- 
kusabstand zwischen dem ersten Ausschnitt auf dem Substrat 
und dem Fokussiermittel in Abhangigkeit von der gemessenen 
Abweichung an der wenigstens einen ersten Position, 

- Anwenden der ersten Korrektur auf den Fokusabstand durch 
Bewegen des Obj ekttragers zur Justage des Substrates in ei- 
nem Belichtungsschritt fur das erste Belichtungsf eld . 

Pie Unebenheiten eines Ob j ekttragers werden ausgemessen, in- 
dem Abweichungen gegenuber einer idealisierten Ebene bestimmt 
werden. Eine idealisierte Ebene kann im wesentlichen fur die 
Ruckseite eines Halbleiterwaf ers angenommen werden. Z.B. kann 
es sich dabei urn eine MeSmethode nach dem Stand der Technik, 
etwa dem goldenen Wafer, handeln. Die Abweichungen werden po- 
sitionsgenau bestimmt, so daS vorzugsweise eine detaillierte 
Oberf lachentopographie des Ob j ekttragers vorliegt. 

Die gemessenen Abweichungen werden nun im Unterschied zum 
Stand der Technik nicht verworfen, nachdem sie zur Klassifi- 
kation des Obj ekttragers verwendet wurden, sondern werden 
vielmehr gespeichert, urn als Vorhalte fur nachfolgende Be- 
lichtungs-, insbesondere fur MeS- und Justageprozesse einge- 
setzt zu werden. 

Dazu wird fur ein Belichtungsf eld reprasentierenden Aus- 
schnitt in der photoempf indlichen Schicht auf dem Substrat 
ein gespeicherter Wert fur eine Abweichung an einer Position 
des Obj ekttragers extrahiert, welcher unterhalb der aktuellen 
Position des Belichtungsf eldes liegt. Es kann sich dabei urn 
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wenigstens einen Wert einer Abweichung an einer ersten Posi- 
tion oder auch urn mehrere Abweichungswerte an mehreren Posi- 
tionen im Bereich des Belichtungsf eldes handeln. Es ist auch 
moglich, * da£ der Abweichungswert an einer Position auSerhalb 
des Belichtungsf eldes, jedoch in dessen naher Umgebung liegt. 
Entscheidend ist, daS die einer Unebenheit reprasentierende 
Abweichung lokal dem Belichtungsf eld bzw. dem Ausschnitt in 
der photoempf indlichen Schicht zugeordnet werden kann, urn ei- 
ne durch die Unebenheit verursachte Def okussierung wahrend 
eines Belichtungsschrittes auszugleichen . 

In einem nachsten Schritt folgt die Vorgabe eines fur eine 
Vielzahl von Belichtungsf eldern bzw. Ausschnitten auf dem 
Substrat best immten gemeinsamen Fokusabstandes . Es handelt 
sich dabei urn einen Abstand der Substratoberf lache von dem 
jeweils fur die Ubertragung der Strukturen verwendeten Fokus- 
siermittel . Dies kann im Falle von Wafer- oder Maskenbelich- 
tungsgeraten eine optische Linse sein. Bei Ref lektionsmasken 
sind Spiegel bzw. Spiegelsysteme als Fokussiermittel vorgese- 
hen und von der Erfindung eingeschlossen . Bei Elektronen- 
oder Ionenstrahlprojektionsgeraten sind magnetische oder 
e 1 e k t r omagne t i s c he Linsen als Fokussiermittel vorgesehen. 

Durch den vorgenannten Schritt kann fur das aktuelle Substrat 
der Auf wand fur die Fokus- und Verkippungs justage des Objek- 
tragers auf das notwendige MaS reduziert werden. Es muS nicht 
jeweils ein Fokussierschritt fur jedes einzelne Belichtungs- 
feld vorgenommen werden. Ein besonderer Vorteil tritt ein, 
wenn auch fur alle folgenden Substrate desselben Loses mit 
den gleichen Eigenschaf ten in Bezug auf die Oberf lachentopo- 
graphie die erf indungsgemafi ermittelten Korrekturen angewen- 
det werden. 

Bei Belichtungsgeraten der Firma Canon Inc. wird beispiels- 
weise mit Hilfe der Fokus-/Tilt-Sensoren fur eine Anzahl von 
Belichtungsf elder der Fokusabstand und die Verkippung des 
Substrates relativ zu der Linse bzw. dem Linsensystem gemes- 
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sen, so dag eine Justage des Substrates mit Hilfe des ver- 
fahrbaren Obj ekttragers durchgefiihrt werden kann. 

Eine solche Messung dient der Beriicksichtigung der kompli- 
zierten Oberf lachentopographie insbesondere von Substraten, 
welche bereits eine Anzahl von Schichten aufzuweisen und wel- 
che etlichen Prozessen unterworfen wurden. Da die Strukturen 
bzw. Schaltungen fur jedes Belichtungsf eld auf einem Substrat 
identisch sind, werden die Messungen der Fokusabstande und 
Verkippungen statistisch gemittelt, um einen gemeinsamen Wert 
fur den Fokusabstand bzw. fur die Verkippung zu erhalten. Ba- 
sierend auf diesem gemeinsamen Fokusabstand bzw. Verkippung 
wurde bisher die Belichtung fur alle Belichtungsf elder eines 
Wafers durchgefiihrt . 

Erf indungsgemaS wird der vorgegebene Wert zwar beriicksich- 
tigt, jedoch wird zusatzlich in einem weiteren Schritt dieser 
vorgegebene Fokusabstand individuell jeweils fur jedes Be- 
lichtungsf eld bzw. Ausschnitt in Abhangigkeit von der gemes- 
senen Abweichung korrigiert, um der lokalen Unebenheit in der 
photoempf indlichen Schicht auf dem Substrat Rechnung zu tra- 
gen. Dazu werden die gespeicherten Daten extrahiert, so daS 
eine Berechnung der Korrektur durchgef iihrt werden kann. Mit 
dem berechneten Wert kann lokal die Korrektur des Fokusab- 
standes durch Bewegen des Obj ekttragers erreicht werden. 

Somit kann positionsabhangig die Tief enscharf e eines Litho- 
graphieprozesses verbessert werden, indem die Unebenheit des 
Obj ekttragers direkt in die Fokus- und/oder Verkippungsbe- 
rechnung. eines Belichtungssystems eingerechnet wird. Auch nur 
kleine Unebenheiten, welche noch innerhalb der Spezif ikat io- 
nen des Gerateherstellers liegen, werden damit ausgeglichen . 
Der Toleranzspielraum, d.h. das ProzeSf enster , wird infolge- 
dessen vorteilhaft vergrofiert und die Herstellungsqualitat 
entsprechend verbessert. 
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GemaS zweier weiterer Aspekte der vorliegenden Erfindung kon- 
nen durch die positionsgenaue Vermessung der Unebenheiten Be- 
reiche bzw. Anzahlen von Belichtungsf eldern definiert werden, 
welche als AusschluSbereiche fur Justageprozesse dienen. 

Ein erster Aspekt sieht vor, dafi fur die Bestimmung des ge- 
meinsam fur die Wafer eines Loses vorgegebenen Wertes fur den 
Fokusabstand diese Belichtungsf elder nicht verwendet werden 
durf en . 

Der Vorteil liegt darin, dafi die periodischen Messungen, wie 
sie die Kalibrierungsmessungen verlangen, durch die vorlie- 
gende Erfindung nicht mehr in dem Umfang ausgefuhrt werden 
mussen, wie es bisher notwendig war. Durch die Vielzahl von 
Messungen, in denen der fur eine Belichtung ideale Fokusab- 
stand bzw. die ideale Verkippung des Obj ekttragers gerade we- 
gen der auftretenden Unebenheiten der Objekttrager notwendig 
wurden, konnten groSere Fehler durch einzelne Messungen ver- 
mieden werden. 

Da gemaS der vorliegenden Erfindung gerade durch Unebenheiten 
des unterliegenden Obj ekttragers betroffene Belichtungsf elder 
ausgeschlossen werden, ist es moglich, nun mit weniger Fo- 
kusabstandsmessungen auszukommen, so dafi der Produktions- 
durchsatz auf einem Belichtungsgerat ansteigt . 

GemaS dem zweiten weiteren Aspekt durf en diese Belichtungs- 
f elder nicht fur das eigentliche Alignment in der zu der 
Oberflache des Wafers parallelen XY-Ebene eingesetzt werden. 
Der Vorteil liegt darin, daS die entsprechenden Justiermarken 
innerhalb dieser Belichtungsf elder eine schlechte Qualitat 
aufweisen und daher zu ungenauen Justageresultaten fiihren. 

Es ist auch vorgesehen, die vorliegende Erfindung im Bereich 
der Metallverarbeitung einzusetzen, wo die Rauhigkeit der 
Oberflachen von Obj ekttragern eine erhebliche Rolle spielt. 
Eine Ausmessung der Oberflache sowie eine darauf gegriindete 
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posit ionsgenaue Korrektur von Abstanden darauf gelagerter 
Substrate gegeniiber den Quellen einwirkender Prozesse wie La- 
ser oder f okussierenden Atzquellen kann auch hier zu verbes- 
serten Bearbeitungsresultaten fuhren. 

Die vorliegende Erfindung soil nun anhand eines Ausfuhrungs- 
beispieles mit Hilfe einer Zeichnung naher erlautert werden. 
Darin zeigt : 

Figur 1 ein FluiSdiagramm eines Ausf iihrungsbeispiels gemaS 
der vorliegenden Erfindung. 

In Figur 1 ist ein Ausf iihrungsbeispiel der Erfindung anhand 
eines FluSdiagramms dargestellt. Es soil zunachst eine Karte 
der Unebenheiten eines Obj ekttragers in einem lithographi- 
schen Proj ektionsgerat erstellt werden. Dazu sind die Abwei- 
chungen der Oberflache gegeniiber einer ideal isierten Ebene zu 
ermitteln. Das Belichtungs- bzw. Pro j ektionsgerat besitzt ei- 
ne Satz von Fokus - /Tiltsensoren jeweils umfassend einen Laser 
und einen Detektor, z.B. ein PSD (Position sensitive device). 
Aus einem von dem Laser emittierten und von der Oberflache 
eines auf dem Objekttrager (chuck) gelagerten „goldenen" Wa- 
fers ref lektierten Lichtstrahls kann die aktuelle Verkippung 
sowie der aktuelle Fokusabstand berechnet werden. 

Aus einer Vielzahl von Einzelmessungen an jeweils verschiede- 
nen Positionen X, Y, Z wird eine dreidimensionale Karte der 
Oberflache des goldenen Wafers erstellt. Eine idealisierte 
Ebene kann z.B. durch lineare Regression in dem dreidimensio- 
nalen Datensatz bestimmt werden. 

Die Unebenheiten des goldenen Wafers werden als Unebenheiten 
des Obj ekttragers aufgefaSt, da der goldene Wafer selbst eine 
zwar biegsame, aber zueinander hochgradig parallele Vorder- 
und Ruckseite aufweist. Die Unebenheiten bzw. Abweichungen 
von der idealisierten Ebene des Obj ekttragers werden demnach 
direkt auf die Vorderseite des Wafers ubertragen. 
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Der berechnete Datensatz umfassend die Karte mit den Abwei- 
chungen in Abhangigkeit von der Position wird in einer Daten- 
bank gespeichert . Die Karte wird dem Objekttrager zugeordnet . 
5 Eine Fertigung mit mehreren Pro j ektionsgeraten, welche je- 

weils mit Obj ekttragern versehen sind, erhalt eine Datenbank, 
in der die den jeweiligen Obj ekttragern zugeordneten Karten 
gespeichert sind. 

In dem aktuellen Proj ektionsgerat soil fur ein Los von Halb- 

10 leiterwafern die Belichtung einer Ebene durchgefuhrt werden. 

\ Es wird ein erster Wafer des Loses in dem Gerat bereitsge- 

stellt und auf den Objekttrager des Gerates gelegt. Es werden 
eine Anzahl von Belichtungsf elder auf dem Wafer ausgewahlt, 
fur die mit Hilfe der Sensoren eine globale Messung des fur 

15 eine Belichtung idealen Fokusabstandes sowie einer idealen 

Einstellung fur die Verkippung durchgefuhrt wird. Der ideale 
Fokusabstand wird durch einen Fokussieralgorithmus mittels 
einer Justieroptik automatisch eingestellt. Der dabei einge- 
stellte Wert fur den Fokusabstand wird fur jede Belichtungs- 

20 feldposition gespeichert. 

AnschlieSend werden diese Werte fur den Fokusabstand und die 
Verkippung gemittelt . Die gemittelten Werte werden spater 
|| global als Voreinstellungen des Ob j ekttragers fur alle Be- 
25 lichtungsf elder auf alien Wafern des Loses fur die Belichtung 
verwendet . 

Es wird nun ein erstes Belichtungsf eld ausgewahlt. In einer 
Kontrolleinheit des Proj ektionsgerates wird abhangig von der 

3 0 Orient ierung des Wafers auf dem Objekttrager eine Matrix von 
Belichtungsf eldern in ein Ref erenzkoordinatensystem ubertra- 
gen. Das erste Belichtungsf eld weist darin Posit ionskoordina- 
ten auf. Als nachstes wird die gespeicherte Karte der Uneben- 
heiten des Obj ekttragers aus der Datenbank extrahiert und 

3 5 ebenfalls in das Ref erenzkoordinatensystem ubertragen. Inner- 
halb der. Flache des ausgewahlten Belichtungsf eldes liegt 
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iclealerweise wenigstens eine auf Abweichungen gegenuber der 
idealisierten Ebene hin vermessene Position. 

Die gemessene Abweichung wird in eine Korrektur fur die Ein- 
stellung des Obj ekttragers in Bezug auf den Fokusabstand um- 
gerechnet . Vor oder nach einer Fein-Justage innerhalb der XY- 
Ebene des Obj ekttragers mit dem Belichtungsf eld mit Hilfe der 
in dem Feld angeordneten Justiermarken wird die korrigierte 
Einstellung des Obj ekttragers angefahren und eine Belichtung 
mit den von einer Maske projizierten Strukturen durchgef iihrt . 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Justage eines mit einer photoempf indlichen 
Schicht bedeckten Substrates in einem Gerat zur Durchfiihrung 
einer Belichtung fur die Ubertragung einer Struktur auf das 
Substrat, wobei das Gerat einen beweglichen Objekttrager zum 
Ausrichten des Substrates, eine Strahlungsquelle und wenig- 
stens ein Fokussiermittel aufweist, umfassend die Schritte: 

- Messen einer Abweichung einer dem auf zunehmenden Substrat 
zugewahdten Oberflache des Obj ekttragers gegenuber einer 
idealisierten Ebene fur wenigstens eine erste Position auf 
dem Objekttrager, 

- Bereitstellen des Substrates auf dem Objekttrager, 

- Auswahlen eines ersten Ausschnittes aus einer Vielzahl von 
Ausschnitten in der photoempf indlichen Schicht, welcher ein 
erstes" Belichtungsf eld auf dem Substrat reprasentiert , so 
dafi die wenigstens eine erste Position auf dem Objekttrager 
projiziert in die photoempf indliche Schicht innerhalb oder 
in einer nahen Umgebung des ersten Ausschnittes liegt, 

- Vorgeben eines fur die Vielzahl von Ausschnitten auf dem 
Substrat bestimmten gemeinsamen Fokusabstandes , 

- Berechhen einer ersten Korrektur fur den vorgegebenen Fo- 
kusabstand zwischen dem ersten Ausschnitt auf dem Substrat 
und dem Fokussiermittel in Abhangigkeit von der gemessenen 
Abweichung an der wenigstens einen ersten Position, 

- Anwenden der ersten Korrektur auf den Fokusabstand durch 
Bewegen des Obj ekttragers zur Justage des Substrates in ei- 
nem Belichtungsschritt fur das erste Belichtungsf eld . 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Verf ahrensschritte 

- Messen von Abweichungen fur wenigstens eine zweite Position 
auf dem Objekttrager, 

- Auswahlen eines zweiten Ausschnittes auf dem Substrat, wo- 
bei die wenigstens eine zweite Position auf dem Objekttra- 
ger projiziert in die photoempf indliche Schicht innerhalb 
oder in einer nahen Umgebung des zweiten Ausschnittes 
liegt, 
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- Berechnen einer zweiten Korrektur fur den vorgegebenen Fo- 
kusabstand in Abhangigkeit von den gemessenen Abweichungen 
der wenigstens einen zweiten Position, 

- Anwenden der zweiten Korrektur, 

zur Justage des Substrates in einem weiteren Belichtungs- 
schritt fur ein zweites Belichtungsf eld wiederholt werden, 
wobei sich die ersten und die zweiten Korrekturen unterschei- 
den. 

3. Verfahren nach einem der Anspruche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die erste Korrektur einen Ausgleich fur eine aus der gemesse- 
nen Abweichung an wenigstens zwei ersten Positionen gemesse- 
nen Verkippung einschlieSt. 

4 . Verfahren nach einem der Anspruche 2 oder 3 , 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die zweite Korrektur einen Ausgleich fur eine aus der gemes- 
senen Abweichung an wenigstens zwei zweiten Positionen gemes- 
senen Verkippung einschlieSt. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, date 

auf alle Ausschnitte in der photoempf indlichen Schicht auf 
dem Substrat, welche jeweils ein Belichtungsf eld zur Durch- 
fuhrung eines Belichtungsschrittes reprasentieren, jeweils 
einzeln die Verf ahrensschritte zur Justage des Fokusabstandes 
wiederholt werden . 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

- die in dem MeSschritt gemessenen Abweichungen in einer Da- 
tenbank gespeichert werden, 

- fur eine Vielzahl von Substraten die Korrekturen der Fo- 
kusabstande und Verkippungen in den Ausschnitten in Abhan- 
gigkeit von den gespeicherten, gemessenen Abweichungen an 
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den jeweils den Ausschnitten zugeordneten Posit ionen be- 
rechnet werden. 

7. Verfahren nach einetn der Anspruche 1 bis 6, 

bei dem die Abweichungen der Oberflache des Obj ekttragers von 
einer idealisierten Ebene mittels wenigstens eines Fokus- 
/Tilt-Sensors in einem Gerat zur Durchfuhrung einer Belich- 
tung gemessen werden. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, 

bei dem die Abweichungen der Oberflache des Obj ekttragers von 
einer idealisierten Ebene mittelbar iiber die Messung von Ab- 
weichungen der Oberflache eines hochplanaren Testsubstrates 
gegeniiber einer idealisierten Ebene bestimmt. werden. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, 

bei dem der fur alle Ausschnitte auf dem Substrat vorgegebene 
gemeinsame Fokusabstand und/oder Verkippung aus einer Mitt- 
lung iibeir eine Anzahl von gemessenen, fur eine Belichtung je- 
weils idealen Fokusabstanden und/oder Verkippungen in der An- 
zahl von Ausschnitten berechnet wird. 

10. Verfahren zur Justage eines mit einer photoempf indlichen 
Schicht bedeckten Substrates in einem Gerat zur Durchfuhrung 
einer Belichtung fur die Ubertragung einer Struktur auf das 
Substrat, wobei das Gerat einen beweglichen Objekttrager zum 
Ausrichten des Substrates, eine Strahlungsquelle und wenig- 
stens ein Fokussiermittel aufweist, umfassend die Schritte: 

- Messen einer Abweichung einer dem auf zunehmenden Substrat 
zugewandten Oberflache des Obj ekttragers gegeniiber einer 
idealisierten Ebene fur wenigstens eine erste Position auf 
dem Objekttrager, 

- Bereitstellen des Substrates auf dem Objekttrager, 

- Auswahlen eines ersten Ausschnittes aus einer fur eine Mes- 
sung eines idealen Fokusabstandes vorgesehenen Anzahl von 
Ausschnitten in der photoempf indlichen Schicht, 
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- wobei der erste Ausschnitt ein erstes Belichtungsf eld auf 
dem Substrat reprasentiert , so daS die wenigstens eine er- 
ste Position auf dem Objekttrager projiziert in die pho- 
toempf indliche Schicht innerhalb oder in einer nahen Umge- 
bung des ersten Ausschnittes liegt, 

- Vorgeben eines Grenzwertes fur eine zulassige Abweichung, 

- Vergleich der Abweichung mit dem vorgegebenen Grenzwert, 

- Verwerfen des Ausschnittes aus der fur eine Messung eines 
idealen Fokusabstandes vorgesehenen Anzahl von Ausschnitten 
in der photoempf indlichen Schicht in Abhangigkeit von dem 
Vergleich, 

- Messen eines fur eine Belichtung idealen Fokusabstandes in 
wenigstens einem weiteren Ausschnitt aus der Anzahl der 
Ausschnitte, 

- Justage des Substrates auf den gemessenen idealen Fokusab- 
stand zur Durchfuhrung einer Belichtung fur das erste Be- 
lichtungsf eld durch Bewegen des Obj ekttragers . . 

11. Verfahren zur Justage eines mit einer photoempf indlichen 
Schicht bedeckten Substrates in einem Gerat zur Durchfuhrung 
einer Belichtung fur die Ubertragung einer Struktur auf das 
Substrat, wobei das Gerat einen beweglichen Objekttrager zum 
Ausrichten des Substrates, eine Strahlungsquelle und wenig- 
stens ein Fokussiermittel aufweist, umfassend die Schritte: 

- Messen einer Abweichung einer dem auf zunehmenden Substrat 
zugewandten Oberflache des Obj ekttragers gegeniiber einer 
idealisierten Ebene fur wenigstens eine erste Position auf 
dem Objekttrager, 

- Bereitstellen des Substrates auf dem Objekttrager, 

- Auswahlen eines ersten Ausschnittes umfassend wenigstens 
eine erste Justiermarke aus einer Vielzahl von Ausschnitten 
in der photoempf indlichen Schicht, welcher ein erstes Be- 
lichtungsf eld auf dem Substrat reprasentiert, so daS die 
wenigstens eine erste Position auf dem Objekttrager proji- 
ziert in die photoempf indliche Schicht innerhalb oder in 
einer nahen Umgebung des ersten Ausschnittes liegt, 

- Vorgeben eines Grenzwertes fur eine zulassige Abweichung, 
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- Vergleich der Abweichung mit dem vorgegebenen Grenzwert, 

- Verwerfen der innerhalb des ersten Ausschnittes gebildeten 
Justiermarke in Abhangigkeit von dem Vergleich, 

- Justage des Substrates in einer zu der Richtung des Fo- 
kusabstandes senkrechten Richtung anhand wenigstens einer 
weiteren Justiermarke zur Durchfiihrung einer Belichtung fur 
das erste Belichtungsf eld durch Bewegen des Obj ekttragers . 
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Zusammenf assung : 

Verfahren zur Justage eines Substrates in einem Gerat zur 
Durchfuhrung einer Belichtung 

Die Unebenheiten eines Ob j ekttragers werden an verschiedenen 
Positionen vermessen und als Abweichungen gegemiber einer 
idealisierten Ebene in einer Datenbank gespeichert. Mit den 
gemessenen Abweichungen werden fur die vorgegebenen Einstel- 
lungen fur den Fokusabstand und/oder die Verkippung des Ob- 
j ekttragers Korrekturen berechnet, welche jeweils unter- 
schiedlich fur die Justage bei der jeweiligen Belichtung der 
Bel ichtungsf elder angewendet werden . 
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